Apellidos:


Nombre:


Componentes electrónicos 1ª PARTE
 DICIEMBRE 2001

· No desgrapar las hojas

· Contestar en la casilla correspondiente.
· Sólo se dispone de la hojas que se entregan. Se aconseja ser limpio y claro en la realización de las operaciones.
CUESTIONES (2.5 puntos)

1.- 
En el circuito de la figura hallar la corriente que atraviesa la resistencia de 100 .


[image: image17.wmf]60

-20

-40

40

20

60

-20

-40

40

20


I = 



2.- La corriente Ic de saturación de un transistor bipolar NPN depende de:


Verdadero
Falso

La ganancia 



El dopado del colector



El ancho y el dopado de la base



Los datos que da el fabricante



3.- Calcular el dopado del bloque semiconductor tipo P descrito en la figura, sabiendo que la resistencia del bloque es 26 m
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DATOS: 
Despreciar el efecto de los portadores minoritarios


Movilidad de los huecos: 480 cm2/V/s 


Carga del electrón: 1.6x10-19 C

p = 



4.- En el circuito de la figura adjunta, calcular el valor de la diferencia de potencial entre los terminales de puerta y drenaje del transistor. Datos: IDSS = 2 mA; VP = -6 V
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Región triodo: 
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Región de saturación: 
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5.- Dibujar la forma de onda que se obtendrá en el osciloscopio, si la tensión de entrada es una onda sinusoidal de 220 V de valor eficaz y 50 Hz de frecuencia.
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EJERCICIO 1 (1.5 puntos)
Se dispone de un circuito en el que el interruptor S1 lleva tanto tiempo cerrado que puede considerarse que C está completamente cargado y por lo tanto, que se ha alcanzado el régimen estacionario en el circuito (Figura 1).
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Figura 1

Si en un instante dado se abre el interruptor (Figura 2), calcular la diferencia de potencial entre los extremos del condensador (VAB) transcurridos 10 ms desde el momento de la apertura.
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Figura 2

SOLUCIÓN

t = 10 ms
VAB = 
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EJERCICIO 2  (2 puntos)
En el circuito de la figura:

1) Calcular el valor de RB necesario para que la componente continua de la corriente de base sea igual a 10 A

2) Calcular el valor de RC para que la componente continua de la tensión entre colector y emisor sea igual a 5 V

3) Calcular la expresión temporal de la tensión entre colector y emisor

DATOS: ECC = 10 V; (F = 125; RL = 4 k; vin = 5 mV sen (t); VT = 25 mV. Considerar que el transistor trabaja en RAN.
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EJERCICIO 3 (2 puntos)

En el circuito de la figura se aplica una señal sinusoidal de entrada de valor máximo 60V: 

· Dibujar la forma de onda de la tensión de salida (VOUT) frente a la de entrada (VIN).

· Calcular las corrientes máximas que circularán, en las condiciones indicadas en el enunciado, por los siguientes componentes del circuito: resistencia de carga RL, resistencia R1, y diodo Zener.

Datos: VZ=10 V; R1=2 K(; RL=1 K(; Considerar nula la caída de tensión en polarización directa en ambos diodos
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EJERCICIO 4 (2 puntos)

a) Para el transistor JFET de canal N trabajando en región de saturación, deducir la expresión del coeficiente gm del modelo de señales alternas.

Datos: Modelo del transistor NJFET para la región de saturación:

IG = 0   ;    
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b) Para el circuito amplificador de la figura, dibujar el circuito equivalente en alterna, calculando el valor de gm y anotando los valores de cada componente.
[image: image13.wmf]E

Vin

C

2

C

1

C

3


Datos del transistor: 

VP=-5 V
IDSS=5 mA

Datos del circuito: 


RG1=2 M(
RG2=2 M(
Rs=2 K(
E=12 V

gm =

Circuito equivalente AC pequeñas señales:
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